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2! (57) Abstract: The invention relates to a method for contacting a doping area (3) which is formed on the surface (2) of a substrate 
W (I). According to the invention, an isolating layer (5) is applied to the surface of the substrate (2) and a contact hole (16) is formed 
O in the isolating layer (5). Subsequently, a layer containing metal (6) is placed on the isolating layer (5) and the surface area (4) of 

the doping area (3) which is bared by means of a contact hole (16). A two-stepped temperature process then follows, whereby in the 
O first step the layer containing metal (6) is reacted with the silicon of the doping area (3) in order to obtain a metal silicon layer (7), 
jm. and subsequently in the second temperature step the remaining layer containing metal (6) is transformed into a layer (8) containing 

metal nitrides. 
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(57) Zusam menfassung: Das Verfahren kontaktiert ein Doteirgebiet (3), welches an einer Substratoberflache (2) eines Substrats (I) 
gebildet ist Es wird eine isolierende Schicht (5) auf der Substratoberflache (2) aufgebracht und ein Kontaktloch (16) in der isolie- 
renden Schicht (5) gebildet. Anschliessend wird eine metal lhaltige Schicht (6) auf der isolierenden Schicht (5) und dem mittels des 
Kontaktlochs ( 16) freigelegten Oberflachenbereichs (4) des Dotiergebiets (3) abgeschieden. In einem nachfclgenden, zweischrittigen 
Teraperaturprozess wird zunachst die metailhaltige Schicht (6) mit dem Silizium des Dotiergebiets (3) zu einer Metallsilizidschicht 
(7) verreagiert und anschliessend in einem zweiten Temperaturschritt die ubrige metailhaltige Schicht (6) in eine metall-mtrid-hahige 
Schicht (8) umgewandelt. 
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